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Decomposicao de filmes fotocondutores atraves de irradiacao
com particulas energeticas
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Introducao e metodologia

Nanoestruturas de CdSe apresentam geracao de multiplos portadores (MP), logo possuem potencial aplicacao para confeccao de dis-
positivos fotovoltaicos com maior rendimento quantico [1]. Uma alternativa para o estudo da geracao de MP consiste na confecgao de fo-
toresistores com redes percoladas nanometricas de CdSe produzidas por irradiacao com particulas energéticas [2]. Neste trabalho €
apresentado resultados preliminares dos efeitos da irradiacao (elétrons e ions leves) em filmes finos de CdSe.
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Resultados

Resultados preliminares mostram que os filmes de CdSe apresentam modificacao da microestrutura apenas nas regides irradiadas. Nas
irradiacbes com He" foi observado crescimento de gréos, sem alteragcdo da composicéo durante o experimento, enquanto que as irradia-
coes com elétrons apresentaram nucleacao e crescimento de nanoparticulas isoladas junto ao filme fino de CdSe, o que pode ser atribu-
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(a) Micrografia TEM em geometria de seccgao transversal com
espessuras das camadas depositadas; (b) Medida de y-RBS
e simulacdo com a composicao dos filmes depositados.
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